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ют ε1=0. Естественно предположить, что значение ε1 задаётся двойным электри-

ческим слоем (ДЭС) на границе гранул кварца и льда.  

ДЭС обладает повышенной концентрацией положительных носителей [1] и, 

следовательно, повышенной электрической проводимости. Последнее обуслв-

ливает малость напряжённости электрического поля внутри поровой полости и, 

следовательно, отсутствие (или малость) поляризации льда внутри этой поло-

сти. Исползуя методику обработки частотной дисперсии диэлектрической про-

ницаемости предложенных в [2] для модели Гаврильяка-Негами были получены 

значения α = 0,31 и β = 0,82, время релаксации τ = 5,88*10
-3

 с и энергию актива-

ции прыжковой проводимости ΔΕτ = 0,32 эВ. 
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The main goal was investigation of luminescence properties of ceramics based on 

Al2O3-BeO, which content of phase’s mixture: Al2O3 (44%), BeO (39%), Al2BeO4 (16%). 

The presence of luminescent centers in these ceramics was detected by PCL and TL spec-

troscopy. The main peak observed on TL curve at 250 
о
С has linear dose response in the 

range of 10-300 Gy. 

 

Развитие современных радиационных технологий обусловливает необходи-

мость в создании новых люминесцентных детекторов излучений, способных 

регистрировать дозы более 10 Гр. Перспективными материалами для таких де-
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текторов могут быть керамики, полученные из нанопорошков, более стойкие к 

радиационному воздействию.  

Целью работы являлось синтез, исследование люминесцентных свойств 

сложных керамик на основе Al2O3-BeO. 

Из наноструктурного порошка оксида алюминия с размером частиц 75 нм 

формировались компакты путём холодного одноосного прессования при удель-

ном давлении 1000 кгс/см
2
. Для получения керамик Al2O3-BeO и создания в них 

кислородных вакансий, формирующих центры свечения, производилась термо-

обработка компактов в вакуумной электропечи с экра  нной изоляцией СНВЭ-

9/18 в присутствии углерода при Т=1500 
о
С в течение 4 часов в тиглях из оксида 

бериллия. Термолюминесценция (ТЛ) возбуждалась источником гамма-

излучения на основе изотопа 
60

Со и регистрировалась с помощью ФЭУ-142. 

Для возбуждения импульсной катодолюминесценции (ИКЛ) образцы облуча-

лись при комнатной температуре электронным пучком ускорителя с длительно-

стью импульса 2 нс и средней энергией электронов 130±1 кэВ при плотности 

тока 60 А/см
2
. 

Методом рентгено-фазового анализа было установлено, что наличие углеро-

да способствует внедрению оксида бериллия в структуру синтезированной ке-

рамики с образованием смеси фаз Al2O3 (44%), BeO (39%), Al2BeO4 (16%). На 

рисунке 1 приведена кривая ТЛ синтезированных керамик. Видно, что, домини-

рующий ТЛ пик наблюдается при 250 
о
С.  

 

 
Рисунок 1 – Кривая ТЛ анион-дефектной керамики на основе Al2O3-BeO 

 

Методами ИКЛ и ТЛ-спектроскопии было подтверждено наличие в синтези-

рованных керамиках центров свечения, связанных с кислородными вакансиями 

в решетке Al2O3 и BeO. Кроме того, было обнаружено, что спектре ИКЛ полу-

ченных образцов исчезает полоса при 693 нм, обусловленная свечением ионов 

Cr
3+

, что может свидетельствовать об образовании комплексных дефектов на 
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основе ионов хрома в исследуемых образцах. Дозовая зависимость интенсивно-

сти ТЛ в пике при 250 
о
С при облучении гамма-источником линейна в диапа-

зоне 10-300 Гр, что свидетельствует о перспективах применения полученных 

керамик в качестве высокодозных детекторов гамма-излучения. 
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Static skin effect, i.e a concetration of dc-current near sample surface, occurs due to 

strong electron-surface scattering in pure tungsten single crystals at high magnetic fields. At 

these conditions, the magnetoresistivity is very sensitive the magnitude and direction of ex-

ternal magnetic field. In particular, a form of angular dependence of resistivity is mainly de-

termined by a conductor shape at 4.2K. The observed effects can be used for development 

of cryogenic sensors of magnitude and angular displacements of magnetic field. 

 

В чистых монокристаллах компенсированных металлов с замкнутой по-

верхностью Ферми в области сильных магнитных полей в результате сильного 

электрон-поверхностного рассеяния возникает статический скин-эффект – пре-

имущественное протекание постоянного электрического тока вблизи поверхно-

сти проводника. При этом должна сохраняться высокая чувствительность со-

противления к величине и направлению внешнего магнитного поля, а также за-

висимость магнитосопротивления от размеров и формы образца. Все это будет 

проявляться в угловых и полевых зависимостях магнитосопротивления и может 

найти свое практическое применение при изготовлении высокочувствительных 

датчиков величины магнитного поля и угловых перемещений. Поскольку чи-

стые монокристаллы вольфрама удовлетворяют указанным выше требованиям, 

то они и были выбраны в качестве объекта исследований. Цель работы – изуче-

ние особенностей полевых и угловых зависимостей низкотемпературного маг-

нитосопротивления монокристаллов вольфрама. 
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